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1. 研究背景

カーボンナノチューブ(CNT)は、その高い比表面積から、ガスセンサへの応用が期待されている。

CNT は大気中で NO2などの酸化性ガスに暴露するとコンダクタンスが上昇し、NH3などの還元性

ガスに暴露するとコンダクタンスが低下することが報告されている(1)(2)。我々はチャネル部に半導

体型 CNT を、誘電泳動法を用いて集積した両極性電界効果トランジスタ(CNT-FET)を作製し、NO2

暴露による電流-電圧特性の変化を調査した。 

2. 実験手順 

バックゲート型の FET を作製した。チャネル部には単分散の半導体単層 CNT(3)を、誘電泳動集

積法(1)を用いて集積した。作製した CNT-FET ガスセンサを容量~200 mL のステンレス製チャンバ

内に設置した。N2を流量 300 sccm で供給し、UV を約 2 時間照射しセンサを初期化した。その後、

UV 照射を止め、N2希釈の 100 ppb の NO2を 300 sccm で 2 時間供給した。この間（条件を統一す

るため初期化時も含め）、5 分ごとに VDS = −3 V、VGS = −20 V→20 V→−20 V の電圧を掃引し、電

流-電圧特性を取得した。 

3. 実験結果 

 CNT-FET の NO2暴露による IDS-VGS特性の時間変化を図 2 に示す。初期化後の CNT-FET は両

極性の特性を示し、NO2暴露によって全体に正の方向に推移しているほか、ゲート電圧が正の領

域で電流が負の領域に比べて大きく低下している。前者は電荷の NO2への電荷の吸着で説明で

き、後者は吸着負電荷が電子伝導を阻害していると考えられる。詳細な議論は当日行う。 
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図 1 CNT-FET の構造 
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図 2. N2希釈 100-ppb-NO2暴露 

による IDS-VGS特性変化 
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